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O trabalho foi realizado em duas etapas de forma paralela. A primeira consiste no estudo da
obtencdo das camadas de isolagdo (Si/SiO2/Si3N4/SiO2), para desenvolvermos o0 processo
LOCOS de isolagéo, visando a sua aplicagdo em pesquisas de fabricagédo de integrados MOS
e CMOS em andamento no CCS UNICAMP (Cento de Componentes Semicondutores da
Unicamp). Serdo utilizados nestes estudos o SiO2 térmico e o Si3N4 depositados no LPCVD
variando pardmetros como temperatura, tempo de oxidagdo Umida e relagdo DCS/NH3. As
camadas formadas serdo caracterizadas por elipsometria (espessura e indices de refragdo),
por perfilometria (espessura), por espectrometria de absor¢cdo do infravermelho (FTIR)
(ligagbes quimicas), espectroscopia micro-Raman (tensédo residual dos filmes) e as estruturas
SiNx/SiO2/Si (formadas para tecnologia LOCOS) analisadas por microscopia Optica (analise da
superficie) e por microscopia eletrénica de varredura (SEM) (analises do comprimento do bird’s
beak nas estruturas LOCOS em corte). A segunda etapa consiste no desenvolvimento
completo de um NMOS, aplicando o estudo do LOCOS, e depois realizar a caracterizacdo
desse dispositivo. Foi possivel realizar com sucesso o processo LOCOS, sendo que tanto nas

amostras teste para estudo quanto no NMOS o Si3N4 resistiu a oxidagéo Umida.
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